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Рассмотрены термаупругие деформации в кристаллах диодов Ганна, возникаю
щие при работе в непрерывном режиме. Дана оценка величины возникающих дефор
маций, получены выражения, позволяющие связывать термаупругие деформации с элек
трическими характеристиками диодов . Показано, что изменение порогового поля дио
да за счет термаупругих деформаций имеет температурную зависимость, которая хо
рошо совпадает с данными, вытекающими из расчетов температурной зависимости дрей
фовой скорости электронов; величина термаупругих деформаций существенно зависит 
от температуры теплоо1 вода и геометрических размеров кристаллов. 


